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多重量子井戸 (MQW) 構造に対応した周期的な凹凸を示すSTM像を観察した。この STM像の凹凸は幾何学的な原
因によるものではなく， GalnAs層と InP層の仕事関数の違いにより生じていることを明らかにした。見かけ上のバリ
アの高さが数meV と異常に低いことから探針や試料表面に汚染層が存在することや，凹凸の大きさが大気中の相対湿
度の影響を受けることを見いだした。 GaAs/AIAs MQW構造についても STM 像が得られたが， GalnAs/lnP MQW 
に比べて， STM像が測定中に急激に不鮮明になっていく。これは， Alが酸素を吸着し易いためと考えられる。























論文は 4章よりなる。第 1 章では，本論文の研究目的と背景を説明している。第2章では， STMの原理と半導体多層
膜構造の努開断面を観測する装置の製作について述べている。第3章では，大気中で観測した STM像を解析している。
GalnAs/lnP MQW構造の STM像は，幾何学的な凹凸ではなく仕事関数の違いによることを示した。また，空気中で
は，吸着により STM像が時間的に変化することを見いだした。 n-GaAs/p -GaAsの薄膜多層構造では，トンネル
スペクトルから n層， p層， pn境界層が識別で、きることを示した。第4章では，超高真空中で GalnAs/lnP MQW構造
を観測し STM像が不純物ドーピンクーやノ〈イアス電流に依存することを詳細に調べた。これらのトンネル電流の特徴
[ は，バンド構造とフェルミ準位を考慮したモデルを用いて定量的に説明できることを示した。
以上のように，本論文は多層膜努開面を調べる走査型トンネル顕微鏡を製作し，半導体薄膜多層構造の評価方法を示
して STM像の物理的解釈を行った。多層膜の製作と評価法の確立，さらに量子機能デ、バイスの開発は三位一体の関係
にあり，本論文は薄膜多層構造の研究に多大な貢献をしたと認められ，博士(工学)として価値ある論文と判定する。
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